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【はじめに】直接析出成長法によりすでに 575℃という低温でグラフェンを成長させることに成功して

いる。1）今回、炭素原料を sp
3結合からなるナノダイヤモンドに変更することで、さらに低温でグラフ

ェンを直接析出成長させることを目的とした。本研究では、加熱温度の効果も調べたので報告する。 

【実験】SiO2(300 nm)/Si 基板上に電子ビーム蒸着装置を用い Ni (100 nm)を蒸着した後、ナノダイヤモ

ンド粒子を含むダイヤモンドスラリーを塗布することでサンプルを作製した。このサンプルを、赤外

線ランプアニール炉を用い、加熱温度 350, 500, 600℃で、15 分間、真空雰囲気中で加熱した。その後、

硝酸を用いて Ni 層をエッチングすることで、SiO2/Si 基板上に直接グラフェンを得た。 

【結果と考察】図 1 に各成長温度における析出成長サンプルの表面写真ならびにラマンスペクトルを

示す。成長温度 600℃では、半値幅が狭く D,G ピークも良く分離しており、はっきりとした G’ピーク

も観察されることから、良好な多層グラフェンが得られたことがわかる。一方、成長温度 350℃では G’

ピークが検出されずグラフェンが成長していない。500℃では G’ピークが観察されることから少なくと

も基板上の一部でグラフェンが成長したことが分かる。以上より、ナノダイヤモンドを使用すること

によって直接析出法により 500℃と低温でグラフェンが成長したことがわかる。本実験で得られたグラ

フェンの D/G 比は 1.38 でありプラズマ CVD 法によるものに比肩する。
2）
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図 1 各成長温度において SiO2/Si 基板上に直接析出成長した表面写真ならびにラマンスペクトル 
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